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r 面サファイア上無極性 a 面 GaN の有効性はよく知られているが、ヘテロエピタキシャル成長

で a面 GaNを得ようとした場合、格子不整合に起因して発生する欠陥が問題である。我々は加工

サファイア(PSS)とスパッタ法による AlN バッファ層(sp-AlN)を用いて a 面 GaN の高品質化に取

り組んでいる。本研究ではミクロンオーダーの PSS のコーン部で発生する GaN の異常成長[1]を

抑制するため、図 1に示すナノオーダーの r面 PSSを使用した。sp-AlNは最適化した条件で膜厚

30 nmとし[2]、その後 a面 GaNを MOVPE法で約 3 um成長した。作製した試料は X線解析にて

評価し、a面 GaNに対する sp-AlN / PSSの有効性について調査した。 

sp-AlN / PSS上の GaNは平坦な膜の成長が確認できた(図 2)。図 3に a面 GaN の各回折面の X

線ロッキングカーブ測定(XRC)結果を示す。PSSを用いることで対称(11-20)、非対称(10-12)の半値

幅の減少がみられた。さらに PSS上に sp-AlNを用いることで、(11-20) c軸入射：462 arcsec 、(11-

20) m軸入射：647 arcsec、(10-12)：990 arcsecと大幅な改善が見られた。PSSにより横方向成長が

促進され転位が屈曲し、sp-AlNにより格子不整合による欠陥発生が抑制されたことで半値幅が減

少したと考えられる。これらの結果により PSS上に sp-AlNを用いることは、転位の軽減つまり a

面 GaNの高品質化に有効であると示唆された。当日は、成長機構についても議論する。 
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図 1 r面 PSS 形状 図 2 sp-AlN / PSS 上 a 面 GaN 図 3 各回折面における a面 GaN XRC 結果 
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